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Information

32k EPROM U2732C

Dar Schaltkreis U 2732 C {st ein statischer, elektrisch programmierbarer und UV-1ldach-
barer Pestwertspeicher (EPROM). Der U 2732 C wird in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie
hergestellt und befindet sich in einem 24poligen DIL-Keramikgehluse.
Der Schaltkrels hat eine Speicherkapszitlit von 32768 bit mit edner Organisation von
4096 x B bit.
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Begeichnung der Anschliizse:

AD ... AT Adrassensinglinge

tE Chipaktivierungseingang

OE/Ugg Eingang zur Freigabe der Ausgiinges/
Programmiereingang

DD s BT Datenein-/-ausginge
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Bild 2: GCehEuseabmessungen

Eur teriatik

= glektrisch programmierbarer, UV-lHschbarer Festwertspelcher mit einer Organisation

von 4096 x 8 bit

= Betriebsspannung im Lesebetrieb: Ugp = 5 ¥

= Zugriffsseit im Lesezyklus: U 2732 ¢ 35:
U 2732 C 45:
U 2732 ¢ 55z

Yooy * 350 n=
L 450 na

- 4im Standby-Mcdus um ca,'80 % geringerer Betriebsstromverbrauch

= Tri-atate-Ausglinge, bildirektionele Datenpins

= FProgrammierimpulsdauer von 50 ma

= byteweisesa Frogrammieran miglich

- Programmierung direkt auf der Leiterplatte mbglich

- 24poliges DIl-KeramikgehMuse mit UV-Licht durchléssigem Penster

Betriebsart Fin: 24 18 20 9 wes 115 13 sas 1T
Uoe [4:4 UE/Upy DO ees DT
Lesan Ucc UII. “11- Datanausgabe
Ausgiinge nicht susgewihlt Usg Ut Utk hochohmiger Zustand
Fuhezustand Uns U “m'mn.. hochohmiger Zustand
Frogrammieren I.Ic,: HIL UI'H. Dateneingabe
Programmierkontrolle U U, Upg Datenausgabe
Programmieraperre Dcc T.Im l:lm hochohmiger Zustand




Basohred bung

Der 3chaltkreis U 2732 C ist ein elektrisch programmierbarer, UV-lUschbarer Festwertspelcher
(EPROM) mit einer Speicherkapazitlt von 32768 bit und einer Organisstion vom 4 k x 8 bit,
Zur Auswghl deas Speicherinhaltes stehen 12 Adresseneinglinge (Spaltensuswahl: A 0 ... 4 3,
Zeilensauswahl: A 4 ... A 11) zur Verfligung.

Der U 2732 C besltzt einen Chipaktivierungseingang (UE®) und einen kombinierten Eingang
(m.mml zir Preigebe der Ausginge bzw. Iufilhrung der Programmierspennung im Programmier-
betrieb.

Im Rubezustand (UF = Um] gind die Detenpins hochohmig; die Stromaufnshme betrigt in diesem
fustand nur ca. 20 % des im ausgewilhlten Zustand erforderlichen Wertes. Die Aktivierung des
Chips erfolgt mit UF = Uy mit gleicher Zugriffszeit wie beim Wechsel der Adressen.

Mit dem Eingang EEJ"TJH iat im Falle eines aktivierten Schaltkreises (TE = 'LII.L] eine Beein-
flussung des Zustandes der Ausglinge D O ... D 7 mbglich. Fiir TE = Uiy befinden aich die Pins
DO soe DT im hochohmigen Zustand, die Freigabe erfolgt mit TF = “IL .

In den Programmierbetrieb wird der EFROM denn geschaltet, wenn der Fegel an UB/U.. = 25 % 1 ¥
erreicht. Dle Versorgungsspannung betrigt wie im Normalbetrieb 5 * 0,25 V. Mit = UIL -
Impulsen ktnnen die urspringlichen H-Pegel der Ausglnge, die nach Jeder UV-Lischung ersqhei=
nen, in den I=~Zustand Uberfiihrt werden.

Alle Einglinge dea U 2732 C und die Anschlliese D O ... D 7 aind mit integrierten Gateschutzele=
menten versehen.

Es iet nicht notwendig, in einem Programmierzustand sequentiell alle Speicherplitze zu pro-
grammieran. Eine Einzelbyteprogrammierung ist miglich. Es werden folgende drei Iustlinde
Unterachieden:

Programmi eren
Zum Frogrammieren ist bel anliegender Frogreammierspannung ll'm und bel stebilen Daten und
Adressen fir die Dauser % TF an "IL tu legen. Debei ist tu beachten, def die Programmier=-

spannung einschlieBlich ﬁgﬁiéchningam 26 V nicht Uberschreiten darf und gleichszeitig mit
oder nach Usg eingeschaltet und gleichzeitig mit oder vor II{“-: abgeachaltet werden mul. Es ist
nicht gestattet, den Schaltkreis bel Anliegen wvon UI‘R = 25 ¥ in die Fassung zu stecken oder
eu entnehman.

Programmapsrre
Sperre der Programmierung (TE = Ury) bel angelegter Programmierspannung. In dissem Zustand
ktnnen Adressen und Daten geweschaelt werden.

Programmkontrolle
In diesem Zustand kann unter Programmierspannung der Inhalt des adreasierten Speicherwortes an
den Datenpins gelesen werden.

Durch die spegielle GehHusesuafihrung kann die einprogrammierte Information mit UV-Iicht ge-
ldacht werden. Zur L¥schung kitnnen Hg-Niederdruckstrahler (UV-C-Strahler) verwendet werden.
Die UV-WellenlBnge scllts 254 nm betragen. Das Minimum flr dis Strahlungsdomis lisgt bel

15 Infmz. Dabsi darf der Abstand gwischen CehHusecberkante des Schaltkreises und dem
Lampenkolben 2,5 om nicht Uberschreiten.

In Abh¥ngigkeit vom LischgerBtetyp betrigt die Lischzeit zum sicheren L¥schen das Dreifache
der latenten LHschselt. Die latente LEschzeit ist die Zeit, nach der die Speicherinformation
gerade nicht mehr nachweisbar ist. Die Lischzelit =o0ll nicht weniger ales 10 Minuten betragen.
Verunreinigungen auf den Deckeln beeinflussen die Transparenz und damit die Lischzeit,
Mindestens 20 Programmier-Lischzyklen sind mbglich. Bel hiherer Anzahl wvon Programmisr-
Lschzyklen ist eine Erhthung der Ltaschzeit =zu erwarten.



Grenzwerte
(o, =0 .ce 70 °0)

Kennwert Kurzzeichen min. mAX, Einheit
Spanmung an allen An- U =0,5 6,5 v
schllssen bezogen auf Uss

Spannung an OE/Up, Upno -0,5 26 ¥
Gesamtverlustleistung F 15 W
Ungebungstemperatur v ] T0 '
lagerungstemperatur 1) Vgt -55 125 “e

1} Mir programmierte 3chaltkreise gilt
Lagerungatemperatur von 125 %

che K warte

TGL 24951, Abachnitt 5. Plr Prifzwecke ist aine
lber eine Zeit wvon max, 48 Stunden sullesig.

(Spannungen berogen auf Ugg = 0 V4 ﬁnp = 25 %g)
Eennwart Eurzggeichen | Mefbedingungen min. MEX. Einheit
Betriebesspannung Yoo 4,75 5,25 v
Eingangespannung L Urg, =0,3 0,8 v
Bingangaspannung H u 2 Uppy +1 v
(auser Pin 20) 1 oo
Ein.g 58 pANTUNE U 2 U v
(Pinmg] im I-eubﬂrub TH20 oc
angarestatrom II U{!C = 4,757V 0,01 mi

{nﬁar Pin 20)

UI =55 V

A D i& A1l = UEE

U = UE/Upg = Ugg

DO ..: DT = Um
Eingengarestetrom IIEE “ﬂﬂ = 4,75V 1 mi
(Pin ED} EENH - UI ) 515 v

-l ﬂ LR *- 11 = UBE

m - UBS

]} Ouse DT w UIGG
Ausgangereststrom I =525V 0,0 mA

= 0,87
H m 2,0V
g = 5,25 7

A D sse A1 ﬂﬂ' dl_ﬂ

bei TF = UII.

fir Ug =0V —»

D U R n’ T = UU'H

mﬂfﬂruﬂ-‘j,‘j?—-

D 'D 'R} D T - um‘
Ausgangsaspannung L UIJL Ugp = 475 V 0,8 v

TE/Upg = Uy, = 0,8 ¥

A D se¢ A 11 wie bel

ID = Messung




Kennwert Kurzzeichen | Melfbedingungen min. MAX. Einheit
Ausgangaspennung H Uon wie bel Uy, -Messung 2 v
statische Strom- Ing UE/Upg = Uy = 5.5 V 180 mh
sufnehme aktiv T = U

L

statiache Stromauf- Ioor 7 = ﬂéfﬂm = U 30 mi

nahme im Ruhegustand R
m.g-kapuitut c 6 PP

:I.?‘ger Pin 20) 4

Eingl.nglknpa.:j,tﬂt c 20 pF
(Pin 20) e

Ausgangskapazitdt C'D 12 pF
Dynamische Kennwerte

< . > = a

(Ugg = 475 V3 Upgy Ugp = 0,8 V5 Upyy Uy 22 V5 of, =25 °C)

Kennwert Kurzzeichen MeBbedingung |U 2732 C 35 | U 2732 C 45 |U 2732 C 55 Ei.n.h.a:l.tl

nin. | max, min. max, |min. max,

Adressenzus= t 350 450 550 ns
griffezeit il

UE-Zugriffazelt % cLDV 350 450 550 ns
Verzig - t 120 120 120 ns
Ausgang iv OLDY

Verztgerung UE - t 100 100 100 ns
Ausgang hochohmig QibE

Verzbgerung TE - t 100 100 100 ns
Ausgang hochohmig CHDZ

statische Etrammt- I Upw = 25 ¥ 30 30 30 mA
nahme an T FR2P R

desa Prngnﬁierimp.
Fro ark 2]

Eennwart Kurzzeichen | MeBbedingung min. t¥p. max. -+ Einhedit]
Frogramulerapannung Uga UG’Q s 5V*s g 24 25 26 v
Betriebstemperatur ﬁ‘p 20 25 30 °c
Adreasenvorhaltezeit h AVCL 2 Jus
Datenvorhaltezelt tDV{!L 2 “,1.1:
Adressenhaltezelt tGI'I.kI 0 IIIIrlnl-l
OE-Haltezeit t qHEL 2 Jus
Datenhaltezeit t CHDX 2 jus
Varzbgerung TE - t 0 120 ns
Ausgang hochohmig CHDZF

UE-Zugriffazeit im t TE=u 1 us
Programmierbetrieb CLDVP 1L /
Programmierimpulsdauer t. .. 45 50 55 ms
UPR = Anatiegezelt ‘th 50 ns
UPR = Setzzeit H t?HL‘.L 2 'I,rua
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Bild 3: Programmierbedingungen
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Bild 4: Dynamisches Verhalten
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Bild 5: BElockachaltbild

e V t
Ivp Herstaller
2732 Intel
HN 4562532 Hitachi
HN 462732 Hitachi
AN 2732 PC AN
TMM 2732 Toshiba
P 2732 Pairchild
MBM 2T32 Fujiteu
M5 L2732 Mitsubiahi

Dieses Datenblatt gibt kKelne Ausakunft Uber Idefermiiglichkeiten und beinhaltet keine Ver=
bipdlichkeiten sur Produktion. Die gilltige Vertragsunterlage beim Bezug der Bauelemente
ist der Typstanderd. Rechtaverbindlich ist jewells die Auftragsbestétigung.
Enderungen im Zuge der technischen Welterentwicklung vorbehalten,
Die Behandlungsvorachriften flir MOS Bauslemente sind unbedingt einzuhalten, da mndern-
falls eine Heklamation micht anerkannt werden kann.
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